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１．概要（Summary） 

Si 上の Ge 層を用いた pin フォトダイオード(PD)

は、Si フォトニクスにおける近赤外受光器として利用

されている。本研究では、Si 上に SiGe と Ge のヘテ

ロ構造を結晶成長し、PD の高感度化を進めている。 

 

２．実験（Experimental） 
東京大学武田先端知クリーンルーム 2 に設置した超高

真空化学気相堆積装置を用いてｐ＋Si 上へ SiGe/Ge ヘ

テロ構造を結晶成長した後、スパッタリング法により表面

に SiO2 を堆積した。イオン注入の後、Al 電極を形成し、

pin ダイオードとした。パターン形成（フォトリソグラフィー）

には、クリーンルーム 1 に設置されている MA6 マスクアラ

イナーを用いた。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製した pin ダイオードの室温での典型的な暗電流-

電圧（I-V）特性と受光スペクトルを Fig. 1 に示す。暗電流

密度は~100mA/cm2 と Ge/SiGe ヘテロ接合のない場合

と同程度の値が得られた。受光スペクトルも従来と遜色な

い値が得られている。構造の最適化を進め、PD の高感

度化を図る予定である。 
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Fig. 1 (a) Typical I-V curve at room temperature 
under dark and (b) typical responsivity spectrum 


